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연막 에  상  도체  앙  첩하는 1 게 트 극; 상  게 트 연막 에  상  1 게

트 극  연결하  상  보  량 극과 첩하는 게 트 ; 상  1 게 트   상  게 트 

는 연 ; 상  연  에  스-드  ; 상  연  에  상  1 게 트 극  상  

2 게 트 극  연결하는 게 트 극 연결 단 ; 상   에  상  보  량 극  상  스-드

 연결  애 드 극; 그리고 상  스-드  를 는 보 막  포함한다.  본   게 트

 해,  상   하 에  도체 채  는 빛  차단하여  누  류를 지하 , 

 류 특    류 포  특  향상 는 과를 얻  수 다.
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청

청 항 1 

;

상   에  보  량 극  2 게 트 극;

상  2 게 트 극 에  도체 ;

상  도체  는 게 트 연막;

상  게 트 연막 에  상  도체  앙  첩하는 1 게 트 극;

상  게 트 연막 에  상  1 게 트 극  연결하  상  보  량 극과 첩하는 게 트 ;

상  1 게 트 극  상  게 트  는 연 ;

상  연  에  스-드  ;

상  연  에  상  1 게 트 극  상  2 게 트 극  연결하는 게 트 극 연결 단 ;

상   에  상  보  량 극  상  스-드   연결  애 드 극;

상  스-드  를 는 보 막;

상  보 막  통하여 상  스-드   를 하는 드  콘택 ; 그리고

상  보 막, 상  연  그리고 상  게 트 연막  통하여 상  보  량 극  를 하는 보

량 콘택  포함하고,

상  애 드 극  상  보 막 에 어, 상  드  콘택  통해 상  스-드   

하 , 상  보  량 콘택  통해 상  보  량 극과 하는 것  특징  하는 막 트랜지스

.

청 항 2 

삭

청 항 3 

 1 항에 어 ,

상  보 막  상  연  통하여 상  1 게 트 극  를 하는 1 게 트 콘택 과;

상  보 막, 상  연  그리고 상  게 트 연막  통하여 상  2 게 트 극  를 하는 2

게 트 콘택   포함하고,

상  게 트 극 연결 단 는 상  보 막 에 어, 상  1 게 트 콘택  통해 상  1 게 트 

극과 하고, 상  2 게 트 콘택  통해 상  2 게 트 극과 하는 것  특징  하는 막 트

랜지스  .

청 항 4 

삭

청 항 5 
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삭

청 항 6 

 1 항에 어 ,

상  도체 ,

상  1 게 트 극과 첩하는 상  앙 에  도체 채 과;

상  도체 채  양 에  믹  포함하고,

상  스-드  는,

 믹 과 하는 스 극과;

상  스 극  연결하고 상    향  진행하는  과;

타  믹 과 하  상  스 극과  거리 격하여 향하는 드  극  포함하는 것  특

징  하는 막 트랜지스  .

청 항 7 

 에  질,  질 그리고 도체 질  연  도포하고 하여 보  량 극, 2 게

트 극, 그리고 상  2 게 트 극  첩하는   도체  하는 1 마스크 공 ;

상   에 게 트 연막과 게 트  질  연  착하고 상  게 트  질  하여

상  도체  심   상  2 게 트 극과 첩하는 1 게 트 극, 그리고 상  보  량 극과

첩하  상  1 게 트 극에 연결  게 트  하고, 상  1 게 트 극  마스크  하여 상

도체 에 순  주 하여 상  1 게 트 극과 첩하는 도체 채 과 상  도체 채  양 

에 연결 는 믹  하는 2 마스크 공 ;

상  1 게 트 극  상  게 트  는 연  도포하고 하여 상  양  믹  각각

하는 믹 콘택 들  하는 3 마스크 공 ;

상  믹 콘택 들    에 스-드   질  도포하고 하여  믹 과 

하는 스 극, 상  스 극  연결하는  , 그리고 타  믹 과 하  상  스 

극과 거리 격하여 향하는 드  극  하는 4 마스크 공 ;

상  스 극  드  극    에 보 막  도포하고, 상  보 막, 상  연   상  게

트 연막  택  하여 상  드  극  를 하는 드  콘택 , 상  보  량 극

 를 하는 보  량 콘택 , 상  1 게 트 극  를 하는 1 게 트 콘택 , 그리고 상

 2 게 트 극  를 하는 2 게 트 콘택  하는 5 마스크 공 ; 그리고

상  보 막 에  도  질  도포하고 하여 상  드  콘택  통해 상  드  극에 연결

고 상  보  량 콘택  통해 상  보  량 극에 연결 는 애 드 극, 그리고 상  1 게 트 콘택

 통해 상  1 게 트 극에 연결 고 상  2 게 트 콘택  통해 상  2 게 트 극에 연결 는

게 트 극 연결 단 를 하는 6 마스크 공  포함하는 것  특징  하는 막 트랜지스   

.

청 항 8 

 7 항에 어 ,

상   에 크 과 스 를 하는 7 마스크 공   포함하는 것  특징  하는 막 트랜지

스    .
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청 항 9 

 에  질,  질 그리고 도체 질  연  도포하고 하여 애 드 극, 상  애 드

극에  연 는 보  량 극, 2 게 트 극, 그리고 상  2 게 트 극  첩하는  

도체  하는 1 마스크 공 ;

상   에 게 트 연막과 게 트  질  연  착하고 상  게 트  질  하여

상  도체  심   상  2 게 트 극과 첩하는 1 게 트 극, 상  보  량 극과 첩하

 상  1 게 트 극에 연결  게 트 , 그리고 상  게 트   단 에 는 게 트 드

를 하고, 상  1 게 트 극  마스크  하여 상  도체 에 순  주 하여 상  1 게 트 

극과 첩하는 도체 채 , 그리고 상  도체 채  양 에 연결 는 믹 들  하는 2

마스크 공 ;

상  1 게 트 극  상  게 트  에 연  도포하고, 상  연   상  게 트 연막  

택  하여 각 믹 들  하는 믹 콘택 들, 상  1 게 트 극  하는 1 게 트

콘택 , 상  2 게 트 극  하는 2 게 트 콘택 , 그리고 상  애 드 극  하는 드  콘

택  하는 3 마스크 공 ;

상  콘택 들 에 스-드   질  도포하고 하여  믹 과 하는 스 극, 타

믹 과 하고 상  드  콘택  통해 상  애 드 극과 하는 드  극, 상  스 극

 연결하는  , 상     단 에 연결 는  드, 상  1 게 트 콘택

통해 상  1 게 트 극에 연결 고 상  2 게 트 콘택  통해 상  2 게 트 극에 연결 는 게

트 극 연결 단 를 하는 4 마스크 공 ;

상    는 보 막  도포하고 상  보 막  상  연  택  하여, 상  게 트 

드  상   드를 시키는 5 마스크 공  포함하는 것  특징  하는 막 트랜지스  

 .

청 항 10 

 9 항에 어 ,

상  보 막 에 크 과 스 를 하는 7 마스크 공   포함하는 것  특징  하는 막 트랜

지스    .

 

 술  야

본   게 트 를 갖는 평  시  막 트랜지스    그  에 한 것 다.[0001]

특 , 본   누 류를 지하  한  차단막  비하 도 마스크 공  수를  평  시

 막 트랜지스    그  에 한 것 다.

 경  술

근, 극 (Cathode Ray Tube)  단  게  피를  수 는 각  평  시 들  개 고 [0002]

다.   러한  평  시 에는  액  시 (Liquid  Crystal  Display,  LCD),  계   시 (Field

Emission  Display,  FED),  플라 마  스플  (Plasma  Display  Panel,  PDP)   계

(Electroluminescence Device, EL) 등  다.

평  시 들  능동 동  하  해 스  가 매트릭스 열  갖는 막 트랜지스   포[0003]

함한다.  도 1  래 술에 한  시 (Organic Light Emitting Diode Display: OLED)에  사

하는 막 트랜지스   를 나타내는 평 도 다.  도 2는 도 1에  취  II-II'  른 단

래 술에 한  시  막 트랜지스   를 나타내는 단 도 다.

도 1  2를 참 하 ,  시  막 트랜지스   스  TFT(ST), 스  TFT  연결  [0004]
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동 TFT(DT), 동 TFT(DT)에   다 드  애 드 극(ANO)  포함한다.  도  도시하지 않

았지만, 애 드 극(ANO) 에는  다 드 착 공 에  는 질들과 드 극  

다.

리 (SUB) 에 스  TFT(ST)는 게 트 라 (GL)과  라 (DL)  차하는 에 어 다.[0005]

스  TFT(ST)는 를 택하는 능  한다.  스  TFT(ST)는 게 트 라 (GL)에  하는 게 트 극

(SG)과, 도체 채 (SA)과, 스 극(SS)과, 드  극(SD)  포함한다.  그리고, 동 TFT(DT)는 스

TFT(ST)에 해 택   애 드 극(ANO)  동하는 역할  한다.  동 TFT(DT)는 스  TFT(ST)

드  극(SD)과 연결  게 트 극(DG)과, 도체 채 (DA), 동 류  (VDD)에 연결  스 

극(DS)과, 드  극(DD)  포함한다.  동 TFT(DT)  드  극(DD)   다 드  애 드 극

(ANO)과 연결 어 다.

도 2에  도시한 막 트랜지스 는 탑 게 트(Top Gate) 를 갖는다.  라 , 스  TFT(ST)  도체 채[0006]

(SA)  동 TFT(DT)  도체 채 (DA)들  (SUB) 에  고, 그 를 는 게 트 연

막(GI) 에 게 트 극들(SG, DG)  도체 채 들(SA, DA)  심 에 첩 어 다.  한편, 도체

채 들(SA, DA)  양 에는 콘택  통해 스 극들(SS, DS)  드  극들(SD, DD)  연결 다.

스 극(SS, DS)  드  극(SD, DD)는 게 트 극들(SG, DG)  는 연 (INS) 에 다.

또한,  역  는 시 역  주 에는, 각 게 트 라 (GL)   단 에  게 트 드[0007]

(GP), 각  라 (DL)   단 에   드(DP), 그리고 각 동 류  (VDD)  

단 에  동 류 드(VDP)가 다.  스  TFT(ST)  동 TFT(DT)가  (SUB) 에 보

막(PAS)   도포 다.  그리고, 게 트 드(GP),  드(DP), 동 류 드(VDP), 그리고, 동

TFT(DT)  드  극(DD)  하는 콘택  다.  그리고, (SUB) 에  시 역 에는 평탄

 막(PL)  도포 다.  평탄  막(PL)   다 드를 하는 질  매끈한 평  상태에  도포

하  해   거 를 균 하게 하는 능  한다.

평탄  막(PL)  에는  콘택  통해  동  TFT(DT)  드  극(DD)과  하는  애 드  극(ANO)[0008]

다.  또한, 평탄  막(PL)  지 않  시 역  주 에 도, 보 막(PAS)에  콘택

통해  게 트 드(GP),   드(DP)  그리고 동 류 드(VDP)  에  게 트 드 단

(GPT),  드 단 (DPT) 그리고 동 류 드 단 (VDPT)가 각각 다.  시 역 내에  특  

 역  한 (SUB) 에 크(BA)가 다.  그리고, 크(BA)   상 에 스 (SP)를 

한다.

 같   갖는 평  시  막 트랜지스   는 게 트 극  도체 채  에 [0009]

 탑 게 트 (Top Gate) 를 갖는다.  게 트 극  도체 채  상 에 하  도체 채

  빛  보 하는 역할  수행하지만, 그   하  쪽에  들어 는 빛  도체 채

에 직  어  류를 할 수 다.  럴 경우, 막 트랜지스  ON/OFF 능에 가 생하

고, 는 질 하  원  다.

라 , (SUB) 에 도체 채   에  차단   하 도 한다.  럴 경우,  차[0010]

단  하  한 마스크 공  가 어  공  복 해진다.  를 들어, 도 1  2에  개시하는

래 술에 한 평  시  막 트랜지스   하  해 는 9개 상  마스크 공  필

하다.  그런 , 여 에   차단   하게   10개 상  마스크 공  필 하게 다.  마스

크 공  많 , 그만큼  공  어지고,  비  아지고, 마스크 에 른 차  해 생산

수  하 다.  하여, 마스크 공  간 하여 우수한 능  갖는 막 트랜지스   하는 

 그 에 한 막 트랜지스   고 다.

 내

해결하 는 과

본   상  래 술  들  해결하고  안    도체 채  하단에  차[0011]

단   비하여  누  류를 지한 평  시  막 트랜지스   그   공하는 

다.  본  다른 , 도체 채  하단에  차단   비하 , 를 2 게 트 극

하여  누  류를 지할 뿐만 아니라 막 트랜지스  류 특  향상시킨 평  시  막
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트랜지스   그   공하는  다.  본  또 다른 , 도체 채  하단에 2 게

트 극  사 하는  차단  보  량 극과 동시에 한 평  시  막 트랜지스   그

  공하는  다.

과  해결 수단

상  본  들  달 하  하여, 본 에 한 평  시  막 트랜지스  , ; 상[0012]

  에  보  량 극  2 게 트 극; 상  2 게 트 극 에  도체 ; 상

도체  는 게 트 연막; 상  게 트 연막 에  상  도체  앙  첩하는 1 게 트

극; 상  게 트 연막 에  상  1 게 트 극  연결하  상  보  량 극과 첩하는 게 트 

; 상  1 게 트   상  게 트  는 연 ; 상  연  에  스-드  ; 상

 연  에  상  1 게 트 극  상  2 게 트 극  연결하는 게 트 극 연결 단 ; 상  

 에  상  보  량 극  상  스-드   연결  애 드 극; 그리고 상  스-드  

를 는 보 막  포함한다.

상  보 막  통하여 상  스-드   를 하는 드  콘택 과; 상  보 막, 상  연[0013]

그리고 상  게 트 연막  통하여 상  보  량 극  를 하는 보  량 콘택   포함하

고, 상  애 드 극  상  보 막 에 어, 상  드  콘택  통해 상  스-드   

 하 , 상  보  량 콘택  통해 상  보  량 극과 하는 것  특징  한다.

상  보 막  상  연  통하여 상  1 게 트 극  를 하는 1 게 트 콘택 과; 상[0014]

보 막, 상  연  그리고 상  게 트 연막  통하여 상  2 게 트 극  를 하는 2 게

트 콘택   포함하고, 상  게 트 극 연결 단 는 상  보 막 에 어, 상  1 게 트 콘택

 통해 상  1 게 트 극과 하고, 상  2 게 트 콘택  통해 상  2 게 트 극과 하는

것  특징  한다.

상  애 드 극  상    에 직  하여 고, 상  보  량 극  상    [0015]

에  상  애 드 극에  연 어 , 상  연   상  게 트 연막  통하여 상  애 드 

극  를 하는 드  콘택   포함하고, 상  스-드  는 상  연  에 어, 상

 드  콘택  통해 상  애 드 극과 하는 것  특징  한다.

상  연  통하여 상  1 게 트 극  를 하는 1 게 트 콘택 과; 상  연   상[0016]

게 트 연막  통하여 상  2 게 트 극  를 하는 2 게 트 콘택   포함하고, 상  게

트 극 연결 단 는 상  연  에 어, 상  1 게 트 콘택  통해 상  1 게 트 극과 

하고, 상  2 게 트 콘택  통해 상  2 게 트 극과 하는 것  특징  한다.

상  도체 , 상  1 게 트 극과 첩하는 상  앙 에  도체 채 과; 상  도체 채[0017]

 양 에  믹  포함하고, 상  스-드  는, 상   믹 과 하는

스 극과; 상  스 극  연결하고 상    향  진행하는  과; 상  타  믹

과  하  상  스  극과   거리  격하여 향하는 드  극  포함하는 것  특징

한다.

또한, 평  시  막 트랜지스    , 본 에 한  에  질,  질[0018]

그리고 도체 질  연  도포하고 하여 보  량 극, 2 게 트 극, 그리고 상  2 게 트

극  첩하는   도체  하는 1 마스크 공 ; 상   에 게 트 연막과 게

트  질  연  착하고 상  게 트  질  하여 상  도체  심   상  2 게

트 극과 첩하는 1 게 트 극, 그리고 상  보  량 극과 첩하  상  1 게 트 극에 연결

 게 트  하고, 상  1 게 트 극  마스크  하여 상  도체 에 순  주 하여 상

1 게 트 극과 첩하는 도체 채 과 상  도체 채  양 에 연결 는 믹  하는

2 마스크 공 ; 상  1 게 트 극  상  게 트  는 연  도포하고 하여 상  양  

믹  각각 하는 믹 콘택 들  하는 3 마스크 공 ; 상  믹 콘택 들    

에 스-드   질  도포하고 하여 상   믹 과 하는 스 극, 상  스 

극  연결하는  , 그리고 상  타  믹 과 하  상  스 극과 거리 격하여 

향하는 드  극  하는 4 마스크 공 ; 상  스 극  드  극    에 보 막

 도포하고, 상  보 막, 상  연   상  게 트 연막  택  하여 상  드  극  
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를 하는 드  콘택 , 상  보  량 극  를 하는 보  량 콘택 , 상  1 게 트 

극  를 하는 1 게 트 콘택 , 그리고 상  2 게 트 극  를 하는 2 게 트 콘택

 하는 5 마스크 공 ; 그리고 상  보 막 에  도  질  도포하고 하여 상  드  콘택

 통해 상  드  극에 연결 고 상  보  량 콘택  통해 상  보  량 극에 연결 는 애 드

극, 그리고 상  1 게 트 콘택  통해 상  1 게 트 극에 연결 고 상  2 게 트 콘택  통해

상  2 게 트 극에 연결 는 게 트 극 연결 단 를 하는 6 마스크 공  포함한다.

또 다른 평  시  막 트랜지스    ,  에  질,  질 그리고 도체[0019]

질  연  도포하고 하여 애 드 극, 상  애 드 극에  연 는 보  량 극, 2 게 트

극, 그리고 상  2 게 트 극  첩하는   도체  하는 1 마스크 공 ; 상

 에 게 트 연막과 게 트  질  연  착하고 상  게 트  질  하여 상  

도체  심   상  2 게 트 극과 첩하는 1 게 트 극, 상  보  량 극과 첩하  상

1 게 트 극에 연결  게 트 , 그리고 상  게 트   단 에 는 게 트 드를 

하고, 상  1 게 트 극  마스크  하여 상  도체 에 순  주 하여 상  1 게 트 극과 

첩하는 도체 채 , 그리고 상  도체 채  양 에 연결 는 믹 들  하는 2 마스크

공 ; 상  1 게 트 극  상  게 트  에 연  도포하고, 상  연   상  게 트 연막

 택  하여 상  각 믹 들  하는 믹 콘택 들, 상  1 게 트 극  하는

1 게 트 콘택 , 상  2 게 트 극  하는 2 게 트 콘택 , 그리고 상  애 드 극  하는

드  콘택  하는 3 마스크 공 ; 상  콘택 들 에 스-드   질  도포하고 하여

상   믹 과 하는 스 극, 상  타  믹 과 하고 상  드  콘택  통해

상  애 드 극과 하는 드  극, 상  스 극  연결하는  , 상    

단 에 연결 는  드, 상  1 게 트 콘택  통해 상  1 게 트 극에 연결 고 상  2 게

트 콘택  통해 상  2 게 트 극에 연결 는 게 트 극 연결 단 를 하는 4 마스크 공 ; 상

  는 보 막  도포하고 상  보 막  상  연  택  하여, 상  게 트 드 

상   드를 시키는 5 마스크 공  포함한다.

상  보 막 에 크 과 스 를 하는 7 마스크 공   포함하는 것  특징  한다.[0020]

 과

본 에 한 평  시  막 트랜지스   도체 채  상 에 1 게 트 극 , 하 에는[0021]

2 게 트 극  비한  게 트 를 갖는다.  라 ,  상   하 에  도체 채

는 빛  차단하여  누  류를 과  지하는 과를 갖는다.  또한,  게 트  해,

막 트랜지스   류 특    류 포  특  향상 는 과를 얻  수 다.  그리고, 본 

에 는 2 게 트 극  사 하는  차단  보  량 극과 동 한 질  동 한 에 함 ,

가  공  하지 않는다.  라 , 크  스 를  하는 체 공  고 하 라도 

공  8 내지 7 마스크 공 만 할 수 어, 비  하 , 마스크 차에 한  수  하를

 수 다.

도  간단한 

도 1  래 술에 한  시 에  사 하는 막 트랜지스   를 나타내는 평 도.[0022]

도 2는 도 1에  취  II-II'  른 단  래 술에 한  시  막 트랜지스  

 를 나타내는 단 도.

도 3  본  1 실시 에 한  시 에  사 하는  게 트 를 갖는 막 트랜지스

  를 나타내는 평 도.

도 4a 내지 4f는 도 3에  취  IV-IV'  른 단  1 실시 에 한,  게 트 를 갖는 막

트랜지스    과  나타내는 단 도들.

도 5는 본  2 실시 에 한  시 에  사 하는  게 트 를 갖는 막 트랜지스

  를 나타내는 평 도.

도 6a 내지 6e는 도 5에  취  VI-VI'  른 단  2 실시 에 한  게 트 를 갖는 막
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트랜지스   고 과  나타내는 단 도들.

 실시하  한 체  내

하, 첨 한 도  도 3 내지 6e들  참 하여 본 에 른 람직한 실시 들  상  한다.  [0023]

체에 걸쳐  동 한 참  들  실질  동 한  들  미한다.  하  에 , 본 과

 공지 는  에 한 체   본  지를 필 하게 릴 수 다고 단 는 경

우, 그 상 한  생략한다.

도 3  본  1 실시 에 한  시 에  사 하는  게 트 를 갖는 막 트랜지스[0024]

  를 나타내는 평 도 다.  도 4a 내지 4e는 도 3에  취  IV-IV'  른 단  1 실시

에 한,  게 트 를 갖는 막 트랜지스    과  나타내는 단 도들 다.

본  1 실시 에 한  시   게 트 를 갖는 막 트랜지스  ,  스[0025]

TFT(ST), 스  TFT  연결  동 TFT(DT), 동 TFT(DT)에   다 드  애 드 극(ANO)

포함한다.  도  도시하지 않았지만, 애 드 극(ANO) 에는  다 드를 하는 질들

고,  다 드 에는 드 극  다.

리  (SUB)  에  스  TFT(ST)는  게 트  라 (GL)과   라 (DL)  차하는  에  어[0026]

다.  스  TFT(ST)는 를 택하는 능  한다.  스  TFT(ST)는 게 트 라 (GL)에  하는 게

트 극(SG)과, 도체 채 (도시하지 않 )과, 스 극(SS)과, 드  극(SD)  포함한다.  그리고, 

동 TFT(DT)는 스  TFT(ST)에 해 택   애 드 극(ANO)  동하는 역할  한다.  동 TFT(DT)

는 스  TFT(ST)  드  극(SD)과 연결  1 게 트 극(DG)과, 도체 채 (DA), 동 류  

(VDD)에 연결  스 극(DS)과, 드  극(DD)  포함한다.  동 TFT(DT)  드  극(DD)  

다 드  애 드 극(ANO)과 연결 어 다.

도 4e에  도시한 막 트랜지스 는 탑 게 트(Top Gate) 를 갖는다.  라 , 1 게 트 극(DG) 쪽[0027]

에   향해 들어 는 빛  차단하여, 도체 채 (DA)  는 것  지할 수 다.  또한, 도

체 채 (DA)  하 에도  차단 능  하는 2 게 트 극(DUG)  어 어, 하 쪽에  (SUB)

 향해 들어 는 빛도 채  (DA)  하지 못하도  차단한다.  또한, 2 게 트 극(DUG)는 1 게

트 극(DG)  게 트 연결 극(GCT)  통해  연결 어 어,  게 트 를 한다.  라

, 동 TFT(DT)   류 특 과  류 포  특  개  결과를 얻  수 다.

또한,  극  애 드 극(ANO)  해당 게 트 (GL)   지 않  상태에 도 어도 한 프[0028]

간 에 가   압  지하여야 한다.  를 과  지하  해 보  량   포함한다.

보  량  해 앞단에 웃하는 게 트 (DL)과 게 트 연막(GI)를 사 에 고 첩하는 보  량 

극(STG)를  포함하는 것  람직하다.  보  량 극(STG)  2 게 트 극(DUG)  하는 단계에

게 트 (DL)과 첩하도  한다.

편 상, 본 에 한   도 에 는  게 트 를 갖는 동 TFT(DT)를 심  한다.  하[0029]

지만, 스  TFT(ST)에도 동 한 식   게 트 를 할 수 다.  하, 도 4a 내지 4e를 참

하여, 본  1 실시 에 한  게 트 를 갖는 막 트랜지스    과    상

 한다.

리 (SUB) 에  질,  질 그리고 비 질 실리콘 질  연  도포한다.   질  몰[0030]

리브 (Molibdenium), 크 (Chromium), 탄탈(Tantalium)과 같  도  고 한  포함하는 것

람직하다.   질  질  실리콘(SiNx)  산  실리콘(SiO2)  같   연 질  1000~5000Å 

도 도포하는 것  람직하다.  그리고, 비 질 실리콘  도체 채   할 것 므  100~1000Å 도

도포하는 것  람직하다.  1 마스크 공    질,  질  비 질 실리콘 질  

하여, 보  량 극(STG), 2 게 트 극(DUG) 그리고 도체 (SEM)  한다.  보  량 극(STG)

 질만 포함하는 , 도체 (SEM)  는 에는  질   2 게 트 극(DUG),

 질   (BUF)  비 질 실리콘 질   도체 (SEM)  그   를 갖도

 하는 것  람직하다.  를 해, 1 마스크 공 에 는 하프- (Half-tone) 마스크를 사 하는 것

람직하다.  2 게 트 극(DUG)는 나 에 1 게 트 극(DG)과 연결 어야 하므 , 2 게 트 극(DU

G)  는  질만 포함하도  하는 것  람직하다. (도 4a)
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보  량 극(STG), 2 게 트 극(DUG) 그리고 도체 (SEM)   (SUB) 에 산  실리콘 [0031]

질  실리콘  포함하는 게 트 연막(GI)   도포한다.  어 , 게 트 연막(GI) 에 게 트  

질  연  착한다.  2 마스크 공  게 트  질  하여, 게 트 (GL)과 게 트 

(GL)에  하여 도체 (SEM)  앙  첩하는 1 게 트 극(DG)  한다.  게 트 (GL)

는 게 트 연막(GI)  사 에 고 보  량 극(STG)  첩하여 보  량  한다.  또한, 1

게 트 극(DG)  는 게 트 연막(GI)만  사 에 고 2 게 트 극(DUG)과 첩하는 를 갖는

것  람직하다.  는, 나 에 하겠지만, 후에 1 게 트 극(DG)과 2 게 트 극(DUG)  연결하

 함 다.  그리고나 , 1 게 트 극(DG)  마스크  하여 P+ 순  주 한다.  그러  1 게 트

극(DG)과 첩하지 않는 도체 (SEM)  양 가 믹 첩 (OM)  다.   동시에, P+ 순

 주 지 않  도체 (SEM) 에  1 게 트 극(DG)과 첩 는  도체 채 (A)  

다. (도 4b)

도체 채 (A)과 믹 (OM)  한 후, (SUB) 에  연 질   연 질  단[0032]

 복  도포하여 연 (INS)  한다.  3 마스크 공  도체 채 (A)  양 에  

개  믹 (OM)  하는 믹 콘택 (OMC)  한다. (도 4c)

믹 콘택 (OMC)   연 (INS) 에 스-드   질   착한다.  4 마스크 공[0033]

스-드   질  하여 게 트 (DL)과 수직  열 는 동 류 (VDD)(  (DL)

포함), 동 류 (VDD)에  하여 믹 콘택 (OMC)를 통해  믹 (OM)과 하는 스

극(DS), 스 극(DS)  향하  믹 콘택 (OMC)를 통해 타  믹 (OM)과 하는 드  극

(DD)  한다.  , 동 TFT(DT)가 다. (도 4d)

동 류 (VDD)(  (DL) 포함), 스 극(DS)  드  극(DD)   (SUB) 에 산[0034]

실리콘  질  실리콘  포함하는 보 막(PAS)   도포한다.   5 마스크 공  보 막(PAS), 연

(INS) 그리고 게 트 연막(GI)  택  하여 보  량 콘택 (CST), 1 게 트 극 콘택 (C1)

 2 게 트 극 콘택 (C2) 그리고 드  콘택 (CDD)  한다.  보  량 콘택 (CST)는 보  량

극(STG)  를 하도  보 막(PAS),  연 (INS) 그리고 게 트 연막(GI)  하여 한다.

1 게 트 극 콘택 (C1)  1 게 트 극(DG)  를 하도  보 막(PAS)  연 (INS)  하

여 한다.  2 게 트 극 콘택 (C2)  2 게 트 극(DUG)  를 하도  보 막(PAS), 연

(INS) 그리고 게 트 연막(GI)  하여 한다.  한편, 드  콘택 (CDD)  드  극(DD)  를

하도  보 막(PAS)  하여 한다.  도  나타내지 않았지만, 게 트 (GL),   

(DL)  동 류 (VDD)  단 에  드 를 하는 드 콘택   할 수도 다. (도 4e)

콘택 들(CST, C1, C2, CDD)   (SUB) 에 ITO(Indium Tin Oxide)  IZO(Indium Zinc Oxide)[0035]

같   도 질  도포한다.  6 마스크 공   도 질  하여 애 드 극(ANO)과 게 트

극 연결 단 (GCT)  한다.  애 드 극(ANO)  드  콘택 (CDD)  통해  드  극(DD)과 하

, 동시에 보  량 콘택 (CST)  통해  보  량 극(STG)과 한다.  게 트 극 연결 단 (GCT)

1 게 트 극 콘택 (C1)  통해 1 게 트 극(DG)과 하고, 2 게 트 극 콘택 (C2)  통해 2

게 트 극(DUG)과 함 , 1 게 트 극(DG)  2 게 트 극(DUG)  연결한다.  도  나타내

지 않았지만, 게 트 (GL),  (DL)  동 류 (VDD)  단 에  드 를 하는

드 콘택  통해 드  연결 는 드 단 를  할 수도 다. (도 4f)

후에, 크  스 를 하는 마스크 공 지 고 하 , 상 본  1 실시 에 한  게[0036]

트 를 갖는 막 트랜지스   하는  7 마스크 공  다.  래 술과 비 했

, 마스크 공 수가 감 도,  차단 능  하는 2 게 트 극   포함하고 다.  라 , 본 

  공   능  우수한 막 트랜지스    그  공  공한다.

하, 도 5 내지 도 6e를 참 하여, 본  2 실시 에 한  게 트 를 갖는 막 트랜지스[0037]

  그   상  한다.  도 5는 본  2 실시 에 한  시 에  사

하는  게 트 를 갖는 막 트랜지스   를 나타내는 평 도 다.  도 6a 내지 6e는 도 5에

 취  VI-VI'  른 단  2 실시 에 한  게 트 를 갖는 막 트랜지스   고

과  나타내는 단 도들 다.
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본   2  실시  에  한   시 에  사 하는   게 트  를  갖는  막  트랜지스[0038]

,    가 본  1 실시  동 하다.   동 한 에 해 는 복  피

하  해 상 한  생략하고, 차 가 는  심  한다.

리  (SUB)  에  스  TFT(ST)는  게 트  라 (GL)과   라 (DL)  차하는  에  어[0039]

다.  스  TFT(ST)는 를 택하는 능  한다.  스  TFT(ST)는 게 트 라 (GL)에  하는 게

트 극(SG)과, 도체 채 (도시하지 않 )과, 스 극(SS)과, 드  극(SD)  포함한다.  그리고, 

동 TFT(DT)는 스  TFT(ST)에 해 택   애 드 극(ANO)  동하는 역할  한다.  동 TFT(DT)

는 스  TFT(ST)  드  극(SD)과 연결  1 게 트 극(DG)과, 도체 채 (DA), 동 류  

(VDD)에 연결  스 극(DS)과, 드  극(DD)  포함한다.  동 TFT(DT)  드  극(DD)  

다 드  애 드 극(ANO)과 연결 어 다.

도 5  도 6e  참 하 , 2 실시 에 한, 막 트랜지스 는 1 실시  동 하게  탑 게 트[0040]

(Top Gate) 를 갖는다.  라 ,  상   하  쪽에  도체 채 (DA)  는 빛  

지할 수 다.  또한, 2 게 트 극(DUG)  1 게 트 극(DG)과 게 트 연결 극(GCT)에 해 

 연결 어 어,  게 트 를 한다.  라 , 동 TFT(DT)   류 특 과  류 포

특  개  결과를 얻  수 다.

또한,  극  애 드 극(ANO)  해당 게 트 (GL)   지 않  상태에 도 어도 한 프[0041]

간 에 가   압  지하여야 한다.  를 과  지하  해 보  량   포함한다.

보  량  해 앞단에 웃하는 게 트 (DL)과 게 트 연막(GI)를 사 에 고 첩하는 보  량 

극(STG)를  포함하는 것  람직하다.  보  량 극(STG)  2 게 트 극(DUG)  하는 단계에

게 트 (DL)과 첩하도  한다.

2 실시 에 는, 특  탑 에미 (Top Emission) 식  계 시  경우에 ,  도 질[0042]

 애 드 극   하고,  동시에 2 게 트 극   하는 것  특징  한다.  라 ,

2 실시  경우에는 계  다 드   향  상  향하는 탑 에미  에 한 는

하지만, 1 실시 보다  공   감 는  갖는다.

편 상, 본 에 한   도 에 는  게 트 를 갖는 동 TFT(DT)를 심  한다.  하[0043]

지만, 스  TFT(ST)에도 동 한 식   게 트 를 할 수 다.  하, 도 6a 내지 6e를 참

하여, 본  2 실시 에 한  게 트 를 갖는 막 트랜지스    과    상

 한다.

리 (SUB) 에  질,  질 그리고 비 질 실리콘 질  연  도포한다.   질  몰[0044]

리브 (Molibdenium), 크 (Chromium), 탄탈(Tantalium)과 같  도  고 한  포함하  

계  다 드  애 드 극  합한 질  것  람직하다.   질  질  실리콘(SiNx) 

 산  실리콘(SiO2)  같   연 질  1000~5000Å 도 도포하는 것  람직하다.  그리고, 비 질

실리콘  도체 채   할 것 므  100~1000Å 도 도포하는 것  람직하다.  1 마스크 공

   질,  질  비 질 실리콘 질  하여, 애 드 극(ANO), 보  량 극(STG),

2 게 트 극(DUG) 그리고 도체 (SEM)  한다.  애 드 극(ANO)  보  량 극(STG)  연

 연결  를 갖는다.  애 드 극(ANO)  보  량 극(STG)   질만 포함하는 , 도체 

(SEM)  는 에는  질   2 게 트 극(DUG),  질   (BUF)  비

질 실리콘 질   도체 (SEM)  그   를 갖도  하는 것  람직하다.  를

해, 1 마스크 공 에 는 하프- (Half-tone) 마스크를 사 하는 것  람직하다.  2 게 트 극(DUG)

는 나 에 1 게 트 극(DG)과 연결 어야 하므 , 2 게 트 극(DUG)  는  질만 포함하도

하는 것  람직하다. (도 6a)

애 드 극(ANO), 보  량 극(STG), 2 게 트 극(DUG) 그리고 도체 (SEM)   (SUB) [0045]

에 산  실리콘  질  실리콘  포함하는 게 트 연막(GI)   도포한다.  어 , 게 트 연막(GI)

에 게 트  질  연  착한다.  2 마스크 공  게 트  질  하여, 게 트 

(GL)과 게 트 (GL)에  하여 도체 (SEM)  앙  첩하는 1 게 트 극(DG)  한다.

게 트 (GL)  는 게 트 연막(GI)  사 에 고 보  량 극(STG)  첩하여 보  량  

한다.  또한, 1 게 트 극(DG)  는 게 트 연막(GI)만  사 에 고 2 게 트 극(DUG)과 첩

하는 를 갖는 것  람직하다.  는, 나 에 하겠지만, 후에 1 게 트 극(DG)과 2 게 트 
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극(DUG)  연결하  함 다.  그리고나 , 1 게 트 극(DG)  마스크  하여 P+ 순  주 한다.  그

러  1 게 트 극(DG)과 첩하지 않는 도체 (SEM)  양 가 믹 첩 (OM)  다.  

동시에, P+ 순  주 지 않  도체 (SEM) 에  1 게 트 극(DG)과 첩 는  도체 채

(A)  다. (도 6b)

도체 채 (A)과 믹 (OM)  한 후, (SUB) 에  연 질   연 질  단[0046]

 복  도포하여 연 (INS)  한다.  3 마스크 공  연 (INS)  게 트 연막(GI)

택  하여, 1 게 트 극 콘택 (C1), 2 게 트 극 콘택 (C2), 믹 콘택 (OMC)  드

콘택 (CDD)  한다.   1  게 트 극 콘택 (C1)  1  게 트 극(DG)  를 하도  연

(INS)  하여 한다.  2 게 트 극 콘택 (C2)  2 게 트 극(DUG)  를 하도  연

(INS)  게 트 연막(GI)  하여 한다.  믹 콘택 (OMC)  도체 채 (A)  양 에  

개  믹 (OM)  하도  믹 (OM)  는 연 (INS)  게 트 연막(GI)를 하여 

한다.  한편, 드  콘택 (CDD)  애 드 극(ANO)   를 하도  연 (INS)  게 트

연막(GI)  하여 한다.  도 에 는 애 드 극(ANO)   는 경우를 하고 지만, 애

드 극(ANO)  만 하도  할 수도 다.  도  도시하지 않았 나, 게 트 (GL)  단

에 는 게 트 드를 하는 드 콘택   할 수도 다. (도 6c)

콘택 들(CST, C1, C2, CDD)   (SUB)  연 (INS) 에 스-드   질   착한다.[0047]

4 마스크 공  스-드   질  하여 게 트 (DL)과 수직  열 는 동 류 

(VDD)(  (DL) 포함), 동 류 (VDD)에  하여 믹 콘택 (OMC)를 통해  믹 

(OM)과 하는 스 극(DS), 스 극(DS)  향하  믹 콘택 (OMC)를 통해 타  믹 (OM)과

하는 드  극(DD)  한다.  , 동 TFT(DT)가 다.   동시에, 게 트 극 연결 단

(GCT)   한다.  게 트 극 연결 단 (GCT) , 1 게 트 극 콘택 (C1)  통해 1 게 트 극

(DG)과 하고, 2 게 트 극 콘택 (C2)  통해 2 게 트 극(DUG)과 함 , 1 게 트 극

(DG)  2 게 트 극(DUG)  연결한다.  도  도시하지 않았지만, 게 트 (GL)  단 에 는

게 트 드를 하는 드 콘택  통해 게 트 드  하는 게 트 드 단 를  할 수도 다.

또한,  드 단   동 류 드는 별도  하지 않고  (DL)  동 류 (VDD)

단 에 드만 한다. (도 6d)

동 류 (VDD)(  (DL) 포함), 스 극(DS)  드  극(DD)   (SUB) 에 산[0048]

실리콘  질  실리콘  포함하는 보 막(PAS)   도포한다.  후, 도  나타내지는 않았지만, 5

마스크 공  드 를 하도  하는 것  람직하다.   경우, 드 단 는 스-드   

질  하 므 , 보 막(PAS)  하여 드 를  하는 것  람직하다. (도 6e)

후에, 크  스 를 하는 마스크 공 지 고 하 , 상 본  2 실시 에 한  게[0049]

트 를 갖는 막 트랜지스   하는  6 마스크 공  다.  래 술과 비 했

, 마스크 공 수가 감 도,  차단 능  하는 2 게 트 극   포함하고 다.  라 , 본 

  공   능  우수한 막 트랜지스    그  공  공한다.

상 한 내  통해 당업 라  본  술 사상  탈하지 아니하는  내에  다양한 변경  수[0050]

 가능함  알 수  것 다.  라 , 본  상 한 에 재  내  한 는 것  아니라

특허 청  에 해 해 야만 할 것 다.

 

ST:  스  TFT DT: 동 TFT[0051]

SG: 스  TFT 게 트 극 DG: 동 TFT 1 게 트 극

SS: 스  TFT 스 극 DS: 동 TFT 스 극

SD: 스  TFT 드  극 DD: 동 TFT 드  극

SA: 스  TFT 도체 채 DA: 동 TFT 도체 채

GL: 게 트 DL:  
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VDD: 동 류 GP: 게 트 드

DP:  드 GPT: 게 트 드 단

DPT:  드 단 VDP: 동 류 드

VDPT: 동 류 드 단 GPH: 게 트 드 콘택

DPH:  드 콘택 VPH: 동 류 드 콘택

GI: 게 트 연막 INS: 연

PAS: 보 막 PL: 평탄  막

BA: 크 SP: 스

STG: 보  량 극 DUG: 동 TFT 2 게 트 극

SEM: 도체 OM: 믹 

ANO: 애 드 극 OMC: 믹 콘택

CST: 보  량 극 콘택 C1: 1 게 트 극 콘택

C2: 2 게 트 극 콘택 GCT: 게 트 극 연결 단

CDD: 드  콘택

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4a

도 4b

도 4c

도 4d
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도 4e

도 4f

등록특허 10-1848501

- 16 -



도 5

도 6a

도 6b
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도 6c

도 6d

도 6e

【심사  직 보 사항】

【직 보  1】

【보 항 】청

【보 항 】 6,7,9항

【변경 】

상   믹 

【변경후】

 믹 

【직 보  2】

【보 항 】청

【보 항 】 9항
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【변경 】

상  각 믹 

【변경후】

각 믹 

【직 보  3】

【보 항 】청

【보 항 】 7,9항

【변경 】

연  착하고

【변경후】

연  착하고

【직 보  4】

【보 항 】청

【보 항 】 6,7,9항

【변경 】

상  타  믹 

【변경후】

타  믹 
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